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1) (Prova SUB 2000) — Dada a estrutura polarizada conforme indicado abaixo:
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Responder e justificar os seguintes itens:

a) Identificar o tipo de dispositivo;

b) Identificar a condi¢do ou modo de operacao;

c) Desenhar o simbolo do dispositivo;

d) Justificar o formato da regido de deplecéo;

e) Justificar os sinais das tensdes Vps e Vgs;

f) Esbocar a mesma acima, mas agora na situacdo de corte.

2) (Prova 2004) — No circuito abaixo, dados V; = 1V, k,’ = 0,2mA/VZ, W/L = 10, Rs = 0,2Rp, Vpp =20V
e adotando Rg1//Rg2 = 0,75 MQ:
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a) Projete o circuito para obter o ponto quiescente Vp = 10V e Ip = 4mA considerando A = 0. O transistor
estd em triodo ou saturacdo?
b) Calcule gm € Ro considerando A #0 e Va =-500V.

3) (Prova 2003) — Dado o circuito transistorizado mostrado na figura abaixo e sabendo-se que V; = -1V,
nCox(W/L) = ImA/V2. Desprezando-se o efeito de modulagdo de canal (A = 0),
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a) Determine as correntes Ip, Is e I € as tensdes Vps e Vgs. O transistor estd operado em triodo ou em
saturacao? Justifique.



4) (Prova REC 2001) — Dado o circuito transistorizado mostrado na figura abaixo e sabendo-se que
UnCox = 50mA/V2, WIL = 20, V, =1V, V¢ = 15V, Rs =2kQ), Rp = 495Q). Sabe-se gue o transistor esta operando na

saturacao.

5) (Prova 2002) — Dado o amplificador abaixo na configuracdo fonte comum:

Voo Dados:
WI/L =2
K, = ImA/V?
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Ip =1mA
VDD =20V GD_'
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a) Desprezando-se o efeito de modulacdo de canal (A = 0),
determine a corrente Ip, as tensdes Vps € Vs €, 0 pardmetro gn.

b) Supondo que seja inserida uma fonte de sinal senoidal v; no
ponto G através de um capacitor de acoplamento de valor
elevado e tomando a saida no dreno em relacdo ao terra,

determine o ganho Ay =Vvg/vi.
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a) Justifique porque esta configuragdo ¢ chamada “fonte comum”.

b) Calcule 0 ganho Ay = V,/Vvi.

c¢) Deduza a expressao da impedancia de saida rs e calcule o seu valor numérico.

6) (Prova 2013) - Dado o circuito amplificador como indicado a seguir juntamente com o modelo T,
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Dados:

Vpp = 15V

Il =1mA

RS = 2,0 kQ

RL =200 kQ
RG =10 MQ
Rf=10 MQ
W/L=5

ko= 0,1mA/V?
Vi= 1V

A=0

Cc1=Cer=Ccz=0




Formulario

a) Saturagao: ¢) Transcondutancia
k: W W
ID :J-*(VGS _Vl)2(1+}\‘VDS) On = kﬁ'*(ves _Vt)
2 L L
b) Triodo: d) Resisténcia de saida
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(a)Desenhe o circuito equivalente para andlise em pequenos sinais do amplificador e calcule a
transconduténcia gn, (b) Calcule o ganho de tensdo G, = v,/vs, (c) Calcule a resisténcia de entrada R, =
Vd/iin, (d) Calcule a resisténcia de saida Rq vista a partir de R (desconsiderando Ry).

7) (Prova 2009):Dados o circuito amplificador, os modelos T e =-hibrido para pequenos sinais e as equacoes
abaixo:
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Equagdes:
Wpy =278, = ( L )’ Wpy =27, Zg_m’ Wpy =27 pg Z; (pdlos)
CCl Rsig + RG CS CCZ(RL + RD)
T(s) = ( Ks (funcdo de transferéncia de um circuito passa-altas)
S+ mp

Sabendo-se que Rp=2kQ , R,=2kQ , Rgg= 10kQ , Rg= 90k, gn="5 MA/V, I, = o0, Cgs = 1pF € Cyq = 1,5pF:

(a) Desenhe o circuito equivalente para pequenos sinais do amplificador acima para baixas freqiiéncias. Obtenha o
ganho em freqiiéncias médias utilizando o modelo T fornecido. Na sequéncia, escreva a fun¢do de transferéncia
A(S)= V(3)/Vsig(s) para baixas frequéncias.

(b) Supondo que a frequéncia de corte seja 100/2z Hz, calcule os valores de Cc¢;, Cse Cc, sucessivamente supondo
que cada um deles seja o capacitor determinante da frequéncia de corte inferior (polo dominante).

(c) Qual capacitor vocé escolheria para determinar a frequéncia de corte inferior em 100/2n Hz (polo dominante) de
forma que nenhum valor de capacitor ultrapasse 100uF. Justifique considerando que o pélo dominante seja pelo
menos 10 vezes maior do que todos 0s outros.

(d) Desenhe o circuito equivalente para pequenos sinais do amplificador acima para altas frequéncias utilizando o
modelo z-hibrido fornecido e calcule a frequéncia de corte superior em Hz (Dica: aplique o teorema de Miller para
considerar o efeito de Cyq na entrada. Despreze o efeito de Cyy Na saida).



8) (3% Prova 2008) Dado o circuito amplificador
juntamente com um formulario:

mostrado na figura, polarizado na saturagdo, e 0 modelo T

Formulario
1
RD ’ 2
Cer 5 lo = (ka'/2)(W/L).[Ves — V4]
Il > oV
2 L1 2
R, 8m = Kn'(W/L).[Ves — Vil
| 6 l Dados:
= W/L=2 Modelo T dodtran51stor
Rg ,
0 ko= 1mA/V
= om.v_
V=1V =
Ve Rsig 2
sig
I = 1mA g
= Vpp = 20V
s
RD = 5kQ

(a) Identifique e justifique o tipo de configuragdo do amplificador . (b) Calcule o parametro transcondutancia gm
do transistor e desenhe o circuito equivalente para pequenos sinais. (c) Calcule o ganho G, = V,/Vsjs. (d)Calcule a

resisténcia de saida Ry (desconsiderar Ry).

9) (3? Prova 2013)Dado o circuito amplificador como indicado a seguir juntamente com o0 modelo T,

VD!)
Modelo T Dados:
d VDD = 15\/
c "—{ }—_| | =1mA
_ R.. Cl —
i, Nsig = v
Ceo EmTgs Rs = 2,0 kQ
v, ¢ RL=2,0 kO
- g 1/8m
Rg =10 MQ
= Ri =500 Q
A
Formulario
e)Transconduténcia
c) Saturagdo: Om = K. (\/GS Vi)
kp W
Ip = 7 f(vGS vt) (1+AVps)
f) Resisténcia de saida
1
d)Triodo: r, zwzi
W 2 I, Al
Ip = kh-L{(VGS ~V;)Vbs —ZDS}

(a) Qual a configuracdo do amplificador: fonte comum, porta comum ou dreno comum ? Justifique. (b) Desenhe o
circuito equivalente para analise em pequenos sinais do amplificador e calcule a transcondutancia g, (c) Calcule o
ganho de tensdo G, = V,/Vsig. (d) Calcule a resisténcia de entrada Rin = Vsig/lin.



10) (Prova 2011) — Dado o Inversor CMOS conforme indicado na figura abaixo e sabendo-se que k;’ = 100pANV?,
Ko” = 200uAN?, (WIL), =8, (W/L), =1, =0, Vpp =5V, € [Vy| = [Vi| = 1V:
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Ir =k, o Vos —Vi)Vos Ty para [Vps| < [Vgs - V4
k' W 2 Vps| > [Vas -V
Ip :?-T(VGS =V) @+ AVyg) para |Vps| > [Vas -V

(a) Determine a tensdo de entrada ve para a qual ocorre a transi¢do abrupta da tensa de saida v, na curva de
transferéncia v, X ve e esboce esta mesma curva de transferéncia indicando as coordenadas de todos os pontos
notaveis. (b) Determine a corrente maxima ipmax que passa através dos transistores pMOS e nMOS na transi¢édo de
nivel 16gico e esboce o gréfico ip X vg indicando também todos os pontos notaveis. (¢) Supondo que a capacitancia
CS indicada na figura modele o efeito de todas as capacitancias conectadas no nd de saida e admitindo que uma
onda quadrada entre 0 e Vpp seja aplicada na entrada, deduza a expressdo da poténcia dindmica consumida pelo
inversor CMOS. (Dica: A energia armazenada no capacitor em cada transicao é igual a CsV/2).

11) (Prova 2010) — Dado o inversor CMOS basico (veja figura do exercicio anterior) onde Vy, = 1V, Vy, = -1V,
ko> = 2k,"= ImA/VZ, A = 0:

(a) Dado um processo CMOS com dimensdo minima de 1um, obtenha as menores geometrias W e L para 0s
transistores NMOS e pMOS (inversor CMOS de menor area ocupada) de forma que a transicdo de nivel légico na
saida ocorra para v, = Vpp/2. (b) Determine o nivel maximo de corrente através dos dois transistores sabendo-se
que a transicao de nivel ldgico ocorre para v, = Vpp/2.



